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[はじめに] 原子レベルで平坦かつ化学的に均一な組成を示す単結晶基板を開発することは、酸化

物のエピタキシャルなヘテロ界面を構築するために不可欠である。LaAlO3(001)はペロブスカイト

構造を有し、多くの遷移金属酸化物より小さな格子定数(3.789 Å)をもつ特性から、薄膜の歪みを

制御する基板材料として広く使われている[1]。しかし、LaAlO3は LaO+層と AlO2
−層が交互に積層

した極性構造を取っているため、不安定な荷電表面を形成し、単一終端を示す表面を達成するこ

とは難しいと言われてきた。本発表では高温アニーリングと水エッチングを組み合わせることで

原子レベルで平坦な LaAlO3(001)基板を実証するプロセスを考案し、同軸型直衝突イオン散乱分光

法(CAICISS)を用いて AlO2単一終端を確認した結果を報告する。 

[実験と結果] 高温でアニーリングした LaAlO3(001)基板の表面を原子間力顕微鏡で観察すると、

単位格子の 1/2 に該当する 0.2nm のステップ構造を示す。この試料を水に浸すことで表面粗さは

徐々に減少し、最終的には平坦なステップテラス表面に変わることが確認された。また、CAICISS

を用いて(111)方向に He+イオンを照射し最表面の組成を調べる[図 1(a)]と、水エッチング時間が長

くなることにつれて La ピークの強度が減少し、Al ピークが出現することが確認された[図 1(b)]。

また、得られた基板上に SrRuO3を成膜し、HAADF-STEMを用いて界面構造を確認した[図 1(c)]。 

[図 1] (a) CAICISSを用いて最表面の組成を観察する原理	 (b) 水エッチング時間による表面組成

の変化 (c) SrRuO3/LaAlO3の断面 STEM像 
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